ey ) . ) )
A PREE) ;
(3% L % : &i@nf)
~ 30 MR ENT

.

[ S, i

] W i
a

*om

N‘NN.. : “"“"‘"m ' é )
COMO DIVISIONAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE-361.285 Ael 10+12-68

- MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de una
PATENTE DE THVERCICN

Solicitantes RANK XEROX LIMIYED.

Residencia: Rank Xerox House, 338 Euston Road, LONDON, N.¥. 1,

Inglaterra,

Enunciado:  "UN PROCEDIMIENTO DE FIJACTION DZ IMAGEN".

MI/s



10

15

20

25

30

Este invento se refieve a electrofotogratia y, més par-

s

ticularmente, & nuevas placas electrofotogrificas y su uso en elec—

" trofotografia .

Sebido es gue pueden formarse ¥ revelarse imégenes sobre
la superficie de cierios materiales fotoconductores por medios elec~
trostaticos. El proceso xerogrifico bdsico, segin describe Carlson
en la ﬁatente UeS.Ae 2,297.691, implica cargar de modo uniforme una
capa aislante fotoconductora y exponerla después & una imagen de luz
yvsombra que disipa la carga en las zonas de la capa que se hallan
eépuestas & la luze Ia inmagen latente electrostiatica formada sobre
la capa corresponde & la configuracidn deo la imagen de luz y sombra.
Esta imegen se hace visible depositando sobre la capa de fijacidn
respectiva wn material de revelado finamente dividido gque comprende
un material marcador electroscopico denominedo polve impresor. Este ma-—
terial de revelado en polvo serd normalmente atrafdo a aguellzs partes
de la capa que retengan una carga, formando de este modo una imagen per—
:ilada en polvo gque corresponde 2 la imagen latente electrostitica. Esta
imagen perfilada en polvo nuede transferirse 4 papel u otras superfi-
cies receptoras. Bl papel sustentard entonces dicha imagen perfilada
en polvo la cual se hard posteriormente perﬁanente mediante caldeo u
otros medios de fijacidn apropisdos. El proceso general citado se des—
cribe también en las patentes U.S.A. 2y357.8093 2,891,011 y 3,079.342.

Sabido es gue pueden utilizarse diversos materiales 2ig-
lantes fotoconductores en ia fabricacidén de placas electrofotogrifi-
oas. lLos materiales aislantes fotoconduc%orea apropiados tales oono
antraceno, azufre, selenio o mezclas respectivas han sido descritos
por Carlson en la patente U.S.A. 2,297.691., Estos meteriales poseen
generalmente sensibilidaed en una gama azul o casi ultra-violeta, y
todos menos el selenio presentan una nueva limitacidn en él sentido

de ser solamente ligeramente sentibles. Por esta razdn ha sido el se-
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lenic el material mds aceptado desde un punto de viste comercial
‘para uso en placas electrofotograficas. Bl melenio vitreo, si

bien descable en muchos aspeotos, adolece de serias limitaciones
en el sentido de que se halla sujeto a recristalizacién en formes
no sensibles, ofrece una adherencia insuficiente a muchos materia-

les de subgtrato durante una operacién de combadura y regquiere pro-

‘cedimientos costosos y complejos, tales como evaporacién al vacio,

para formar la capa fotosensible. En razén de consideraciones eco-
nimicas. y comerciales, se han llevado recientemente a cabo muchos
egfuerzos encaminados al desarrollo de ‘otros materiales aislantes
fotoconductores que el selenio para uso en placas electrofotogri~
ficas.,

' Ios fotoconductores recientemente desarrollados compren-
den divefsos materiales de dos qomponentes, tales como pigmentos fo-
toconductores inorgénicos dispersos en materiales aglutinanfes, Eg~
tos materiales, on general, poseen menor sensibilided que el sele~
nio y pregentan une superficie dspera y tales caracteristicas de
elevada fatiga que log hace inadeouados para ser utilizados en pro-
cedimientos en los cuales se trangfiere una imagen revelada a wne
hoja receptora y me usa de nuevo la placa fotoconductora,

Se han desarrollado ademds una gran variedad de placas
fotoconductoras poliméricas orgénicas y de tipo aglutinante, Estag,
sin embargo, presentan log inconvenlentes inherentes de elevado cog~
to de fabricacién, fragilidad, esoasa adherencia a los substratos de
apoyo y propiedades de distorsién & bajas temperaturas que las hacen
indeseables en aparatos electrofotogréficos automdticos que con fre-
cuencia incluyen potentes lémparas y dispositivos de termpfusién que
tienden a éalenta: la placa electrofotografica.

Muchos de los fotoconductores descritos anteriormente de-

ben usarse bien en una forma particular, como por ejemplo selenio vi-

‘
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treo en lugar de eristalino, ‘o en un aglutinante, como por ejemplo

6xido de cinc en aglutinantes resinos, toda vez que el fotoconduc~
tor en condicién no aglutinanie o cristalina, aun siendo fotosensi-~
ble, no retendrd una carga electroaidticz durante un tiempo sufi-~
ciente como para permitir la exposioién y el revelado.

Asimismo, muchos de log materiales fotoconductores des—
critos anteriormente son opaéos y por tanto inapropiados para un
gsistema de exposicién "reflex" en el cual debe pasar la luz a tra-
vés del fotoconducitor. En cambio, estos fotoconductores reduieren‘
ol uzo de sistemas 6pticos elaﬁ;rados ¥ costosos para impoher una
imegen luminosa éobfe la superficie fotoconduotors cargada,.

Eg por consiguiente un objeto de este invenio proporcio-
nar wa placa electirofotogréfica y un procediniento gue superen los
inconvenientes citados.

Otro objeto de sste invento es proporcionar una placa
electirofotogréfica capaz de utilizar materialeé fotoconductores que

sl se usaran en una placa de capa simple producirian una degeneracién

_de oscuridad prohibitiva.

Otro objeto de este invento es proporcionar uns placa

eleotrofotografica que ofresce una mejor adhercncia a los subsiratos

- de apoyb.

Otro objeto de este invento es proporcionar un nuevo sis-

tena electrofotografico de fijacién de imagen.

Otro objeto més de este invento es proporcionar un nuevo
sistena elegtrofotogrdfico tipo "reflex" de fijacién de imagen.

Otro objeto mds de este invento es proporcionar wuna pla-
ca olectrofotogréfica gue presenta ﬁna émplia gama de propiedades £i-
sicas Gtiles. ‘ '

Otro objeto més de este invento es proporcionar una cape

fotoconductora apropiada para la fabricacién. de placas electrofoto-

AY
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gréficas flexibles, de costo reducido.

Los objetos expuestos anteriormente, y otros, se'lograﬁ
de acuerdo cgn este invento, hablando en términos generales, median-
te la sportacién de una capa electrofotogrifica que comprende un subg-
treto conductor sobre el cual se dispone una capa de material orgini-
co aglslante revestida con una fina capa fotoconductora. Dado que la
capa fotoconductora puede hacerse muy delgada, puede ser conpletamen-
te trangparente incluso si estd formada a partir de un material, co-
mo el sélenio, que en espesor corriente es senmsiblemente opaco, Asi-
mismo, como quiera que esta capa es muy fina, pueden utilizarse como
capa fotoconductora materiales tales como selenic metédlico en polvo
gue do ordinario presentarfian una gegeneracién a la ogecuridad prohi-
bitivamente alta., Segin se pone ademds de manifiesto més adelante, es—
ta capa resulta Atil tanto en electrofotografia convencional como, da-
da su transparencia relativamente alta, en un sigtema de tipo reflejo.

En general, el grueso de la entrecapa aislante debe ser
aproximadamente de 10 a 40 veces el de la capa fotoconductora, Para
Sptima flexibilidad y mejores caracteristicas de manipulacién, la ca<
ra siglante debe tener un espesor aproximado de 2 a 4 micrad, Los 1l
mites utilizables, no obstante, se extienden de O,S‘a 50 miores de
espesor, E1l fotoconductor puede tenor un espesor comprendido en los
limites de 0,02 a2 4 micrag, Para Optimas flexibilidad y sensibilidad
la capa fotoconductora debe tener un grueso suficiente como para ab-
gorber aproximadamente 75-95% de la luz actinica incidente. Para una
capa de sclenio, este grueso debe ser aproximadamente de 0,1 a 0,2
micra s, En la forma de reflejo, esta capa debe orientarse hacia el
oxtremo més fino de estos linmites, un espesor aproximado de 0,03 mi-
cras para el selenio, a fin de permitir que uné proporcidén adecuads
de luz incidente pase a través del original que ha de reproducirse

¥ sea reflejada de nuevo a partir del misme, segin se describe en
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’detalle més adelante, La capa debe absorber direotamente de 50% 2

80% aproximademente de la luz aotinica incidente para obtener re-
sultados 6ptimos en el simtema de reflejo,

E; substrato pﬁede estar compuesto por cualquier mate-
riai conductor apropiado., Los materiales conductores caracteristi-
cos comprenden superficies metdlicas tales como aluminio, latén,
aoé;o inoxidable, cobre, niquel y cine; vidrio con revestiﬁiento
conductor, como por ejemplo vidrio revestido &e 6xido de estalio u
6xido de indio; revesiimientos similares sobre substratos plésticos;'
o papel hecho conductor incluyendo en el mismo un producto quimico
apropiado, o mediante acondicionamiento en una é%mésfera humeda que
asegure_lé presencia en el mismo de bastante contenido de agua que
haga los materiales suficienitemente conductores. )

Puecde usarse cualquier material aislente apropiado para
Ja.intercapa aislante, Cuando haya de usarse un sistema do reflejo-

expogicién, es preferible que esta capa sea al menos parcialmente

" tranaparents. Segin el subsirato y fotoconductor usados, puede esco-

gerse el material aislante en cuanto se refiere a buenas propledadess
de adhesién a estos materiales, Los materiales alslantes tipicos in-
cluyen poliolefinas tales como polietileno y polipropileno; polimeros
de vinilo y vinilideno tales como poliestireno, acetato de polivinilo
Y polivinil carbazol; fluorocarbonos tales como politetrafluorcetile-
no, y fluoruro de polivinile; poliamidas tales como policaprolactama;
poliésteres tales como tereftalato de polietileno, poliurectanos; poli-
peptidas tales como caseina, polisulfuros; polisulfonas; policarbona—
toss polimeros celuldsicos tales como viscosa, resinas fenélicas ta-

les como resinas de fenol formaldehido; resinas de femenol; resinas

de poliéster; reosinas epoxi; resinas de silicona; resinas aleldieas;

resinas alquilicas; resinas de furano; y mezolas y copolimoros res-—

pectivos,
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Fara obtener la mds alta sensibiligad, debe incorporar—

86 una pequeia cantidad de aditivo sensibilizador a la intercapa
ajglante, Con muchag resinas, simplemente dejando una pequefis canti~
dad de disolvonte residusl en la capa aislante tras haberla revesti-
do basta para impartir sufliciente sensibilided al sistema. Asimismo,
pueden usarse fotoconduotores orgénicos apropisdos o, con resinas
aromiticas, &cidos Lewls para mejorar la sensibilidad, En general,

el gensibiliszador pucde formar aproximadamente 30 & T0 por ciento en
reso de.la capa aislanie. Log Ffotoconductores orgénicos caracteristi~
cos comprenden trifenil amina; 2,4~bis(4,4’-dietileminofenil)el,3,4~
oxadiazol; 2,5-bis(p-aminofenil)-~1,3,4-oxadiazol; trifenil pirrol;
4y5~difenilimidazolidinona; 2-mercapto-benzotiagol; 2-fenil-f-alfa~
naftilideno—oxazolona; 3-amino carbazol; 2-fenil-4~(4’-dimetil amino-
fenil)~T-netoxiquinazolina y mezclas respectivas,

Las resinas arométicas tipicas que pueden sensibilizarse
con 4cidos Lewis apropiados incluyen resinas epoxi, resinas fenoxi,
policarbonatos, fenblicos, poliestirenos, polisulfonag, 6xido de poli—r
fenileno y mezclas y copolimeros respectivos, N

Los &cidos Lewis caracteristicos comprenden 244,7-trinitro-
9~fluorenona; 2y445,7~tetranitro-9-fluorenonas &cido plorico; 1,3,5-
trinitro-benceno; cloranil; 4,4-bis(dimetil amino)-benzofenona; anhi-
drido tetracloroftélico; benzantraceno-7,l2-dlona y mezclas respectivas,
. La capa sobrépuesta fotosensible puede comprender cualguier
material fotoconductor apropiado. Selenio es un material preferido da-
da su sensibilidad relativamente elevada, buena adherencia a substra-
{os plésticos y senasible transparencis en capas muy finam, Log materia-
les fotoconductores caracterfsticos comprenden selenio (vitreo y cris-
talino), azufre, antraceno, 6xide de oinc, sulfuro de cinc, sulfurode
cadmio, selenuro de cadmio, yoduro de plomo, cromato de plomo, y mez-

clas respectivas, Los materiales fotoconductores orgdnicos tipicos in-

[}



cluyen fialocianinaj 1,2,5,6-di(C,c’-difenil)—tiazol—antraquinona;
&cido 1-(4’-metil-5’-cloroazobenceno—2’ ~sulfénico)~2-hidroxiz3~
- naf-boico;r quinacridonas; y los que se citan anteriormente.
‘ ) La_capa fotocoﬁductora puede ser homogénea o estar com-
5 puesta por el fotoconductor disperso en un aglutinante aislante, si
se desea. Los aglutinantes tipicos comprenderfian los materiales que
'so éitan anteriormente, e -
Se prefiere para la mejor resolucién que sl meterial fo-
toconductor sea revestido dircctamente sobre la superficie de la ca-
10 73 intermedia o bien puede dispersarse en un aglutinante y revestir-
. se después sobre dicha capa intermedia. Conviene hacer observar que
los materiales que de ordinario se piensa son demasiado conductores
para ser utilizados en una capa fotoconductora.de un solo componente
pueden usarse en la fina capa fotoconductora de este invenio cuando
15 so considere apropiado,. _

La nueva pleea electrofotogréfica y procedimiento de fija-
elén de imsgen de este invento se comprenderdn mejor con referenciaa
log plancs, en los cualess

La fige 1 muestra unz seccién a través de una placa segin

20 . este.invento.

La fig. 2 muestra una representacién esquemébtica de un
procedimiento de fijacién de imagen de raflejo que utilize la placa
electrofotogrifioa de ests invento, y '

la fié. 3 muestra ourvas de sensibilidad comparativas paw

25 . ra placas de la industria actual y de este invento.,

Refiriéndonos shora a la fig, 1, puede verse un substrato
de apoyo (1)que meste caso ejemplar, es vi&rio. Sobre la superficie
del substrato sustentador se encuentra una capa de material conductor
2 que, on este caso ejemplar, es 6xido de estafio, Tales elementos de

30

vidrio revestido de 6xido do estafio son generalmente expendidos porla

[}
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firme Pittsburgh Glass Company bajo el nombre comercial de "wvidrio

NESA", También podrian combinarse el subsitrato de soporte 1 y la
capa conductora 2 en forma de un material conductor homogeneo tal
como aluminio., Sobre la superficle de la capa conductora 2 se en-
cuentra une capa relativanente espesa de materisl aislante orgini-
co 3. Sobre la muperficie de la capa aislante 3 se encuentira una
caﬁa fotoconductora relativamente delgada 4.

La capa aislante 3 puede formarse sobre el substrato
conductor 2 por'oualesquiera métodos convencionales, Los métodos de
revestimiento tipicos comprenden pulverizacién, revestimiento por
inmersién, tracelén por barra Mayer, revestimiento por rodillo, de~
pésito electrostitico, y cualquier combinacién deseable respectiva.

La capa fotoconductora 4 puede revest;rse gobro la capa
aislante 3 por cualquier método apropiado. La evaporacién yor vacio
es un método especislmente deseable para revestir materiales tales
como selenio, Pueden aplicarse fotoconductores en polve a la capa
aislénte 3 extendiendo primero sobre la misma una fina capa de acei~ .
te ¥y vartiendo Juego en cascada ¢l polvo contra la superficie untada:
En los casos en que el fotoconductor sea en solucién puede extender—
ge la solucién sobre la superficie mediante cualquier método apropizdo.

La fig., 2 muestra una representacién esquemdtica de un
nétodo de fijacién de iﬁagen por reflejo especialmente idéneo para

ser utilizado con la placa de la fig. 1. Segfin se muesira en la fig.

"2(a) se da primero a la placa una carga e¢lectrostética uniforme, Aqui

ge hace pasar una unidad de descarga en corona 5 & {ravés de la super-
ficie de la capa extendiendo sobre la misma una carga positive unifor—
me., Los procedimientos tiIpicos de descarga en corona son descritos

por Carlson un la patente U.S.A. 2,588,699, Asihismo, podria cargarse
la placa triboeléciricamente, segin desordibe Carlson en la patente

U.S.A. 2,297.591, por medio de un rodillo mantenido a un elevado po-~

\
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tencial segln desoriben Gregay y otros en la patente U.S.A. ntm.

2,980.834, o por medio de wn liquido conductor a un alto potencial

- seglin desoribe Walkup en la patente U.S.4, 2,987.600. Puede usarse

cualquier medio de carga apropiado.

. A continuacién se expone la placa cargada en forma de
refiejo segin se nuestra en la fig, 2b. Se coloca un original 6 sus-
ceptible de ser copiado booa abajo sobre lg supcrficle cargada de la
placa., Las zonas de fijacién de imagen original oscuras, absorbentes
de luz, T se hallan en contacto con la plaecs, A continuacién so diri-

ge luz uniforme & fravés del substrato 1 conitra el original 6, Laluz

que incide sobre las zonas T es absorbida, La luz que incide sobre la

hoja original 6 entre las zonas 7 es reflejada de nuevo & la capa fo~
toconductora. Se regula la cantided de luz impuesta a fin de que la

luz que phsa a través de la capa fotoconductora 4 para incidir sobre

" el original 6 no sea suficiente para descargar el fotoconductor. No

cbatante, cuando en las areas de fondo se afiade la luz reflejada a la
originslmenie incidente, se descarga la capa fotoconductora 4. La des—
carga parece producirsé por inyeccibn de carga desde la capa fotocon-
ductora 4 al interior y a través de la capa alslante 3. Asi pues, si
bien las zonas del substrato pueden no descargarse, la carge se halla
suficientements por debajo de la superficle del fotoconductor 4 como
para no generar campos muy fueries en el airs por encima de la superQ
ficie de la capa 4. Esto se traduce en una.imagen latente electrosté—
tica sobre la superficie de la ocapa fotoconductora 4 que corresponde
al original; correspondiendo la carga superiicial que pemanece Solamen—
te en dichzs zonas a lag areas oracas T.

A continuacién puede revelarse la imagen electrostética la-
tente por cualquigr medio apropiado, Los métodos de revelado caracte-
risticos comprenden revelado en cascada segin desoribe Walkup en la

patente U.S,4. 2,618,551 revelado de lecho fluidizado segfn describeon
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Mott y otros en la pateﬁte U.S.4, 3,008,826; revelado liquido segin
desoribe Mayer y otrom en la patente U,S.A, 2,897.133; revelado por

" brocha magnética segtn describe Giamo en la patente U.S.4. 2,930.3513

revelado por nube de polvo segfn describe Carlson en la patente U,S.A,
2,221,776 y cualquier combinacién deseable respesctiva. En la repre-
gentacién esquemitica mostrada en la fig., 2(c), se vierten en ossoe-
da las particulas marcadoras electroscépicss 8 a través de la capa
fotoconductora 4 a partir del recipiente 9. Las particulas que se ha-
llan en contacto con lés zonay cargadag de la capa fotoconductora y
que corresponden 2 las zonag de imagen original T son atraldas a la
superficie y retenidas en la misma. Otras particulas contindan pasan-—
do y son recogidas en el recipiente 10,

Después del revelado, se caldea la placa a la temperatura
de Pusién de las particulas marcadoras electroscépicas 8 o la tempers.
tura de fusibn de la capa asislante para fundir las‘particulas sobre la
placa, La fig. 2(d) muestra la placa final impresionada..La imagen re-
velada en 11, compuesta por las particulas fijadas a la superficie,
corresponde & la imagen original 7. Como alternativa, en lugar de fi-
jar la imagen perfilada en polvo a la superficiec de la placa, podrian
transfoerirse lasg particulas a una hoja receptora, tal como papel, por
el nétodo descrito en la patente U.S,A, 2,576.047Aa nombre de Schaffert,
En este caso se fundirien las particulas sobre el papel y después po--
dria utilizarse de nuevo la capa fotoconductora como en el procedimien—
to anteriormente descrito,

Segin se desprende de la descripcién que antecede del pro-
cedimiento representado esqueméticamente, es éste un simple proceso
que elimina complejos sistemas 6pticos. Asimismo, este sistema es ca-
raz de utilizar fotoconductores, tales como selenio, que en el grueso
ordinariamente usado gon insulficientemente transparentes para fijacion

de lmagen por reflejo. Pese a lag capas fotoconductoras extremadamente

LI
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delgadas usadas, estas placas poseen una fotosensibilidad sorprenden~

temente'élevada como'podré verge por los ejemplos quoe siguen, _

La fig. 3 es indicativa de la sensibilidad sorprendento
de la ﬁlaca do este invento, Se preparan ‘tres placas seglin se doge
eribe en el Ejemplo XIV a continuacidn. Cada placa es cargade y ox-
puesta, Las medidas de sensibilidad indicen que uné plaoca que posea
wna fina capa fotoconductora sobre wna capa sens;blemente gislonte
relativamente espesa (Curva "A) es mucho még sengible que la nisma
capa fotoconductora sola sobre un substrato conductor (Curva "B%) y
posee una sensibilidad comparable a una cape fo%ocopductora tan esype~
sa oomo-las capas fotoconductora y aislante de la placa del presente
invento {Curva "C"), Asimismo, cuendoe se utiliza sola la fina capade
selenio posee una aceptacién de oarga myy reducida, segin se indica
por la C&rva "BY, En la fig. 3, el potencial sobre la placa se indisca
sobre el eje vertical, mientras que el tiempo en segundos después de
la carga inioizl se indica a lo largo del eje horigonial. Como pucde
verse por cada cuiva, se produce una notable caida en potencial al
efectuar la exposicién a la luz gue se enciende después de T segundes,
éuanto mayor ¥ mag répida la disipacién de potencisl, més sensible la
placa,

Los siéuientes ejemplos definirén con mayor detalle el in-
vento con respecto a la nueva placa electrofotogréfica y procedimien-—
to de fijacibén de imagen. Las partesvy porgentajes son en peso a menos
que ée indique en sentido contrario. Los'ejemplos qﬁe giguen deben cone
giderarse como ilustrativos de las diversas formas de realigacién preo-
feridas del presente invento,

BEJENPLO I

Inicialmente ge prepers una placa xerografica, Se disuel~

ven aproximadamente 10 partes de Staybelite 5, un éster do glicerol de

colofonia hidrogenads que expende la firma Hercules Powder Company,

s
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en aproximadamente 50 partes de tolueno. Se extiende la soluclén
sobre la superficie conductora de una lamina de vidrio NESA (vi-
drio revestido con 6xido de estafio que expende la firma Pittsburgh
Plate Glas Gompa.ny). Se scca la rosina sobre la superficie de la
place y presenta un espesor en seco de aproximadamente 4 micras. A
oqntinuaoién se evaﬁo:ca al vacio una capa de selenio vitreo gobre
la }superficie reginosa hagta formar un espesor aproximado dé 0,2 pi-
orags mediante el procedimiento desorito por BiScby en la patente U.S.A,
2,970,906, La placa agi formada me carga después electrostaticamente
de modo uniforme a un potencial positivo de aproximadamente 450 vol-
tios por medio de degcarga en corona segfin describe Carlson en la
patente U.S.4, 2,588,699, Se expone la placa cargada a un original
mediante proyecci6n utilizande wna transparencia convencional blanco
y negro. La exposicién-se realiza por medio de una lémpara de tungste-
no colocada aproximadamente a 10 pulgadas de la placa. la exposicién
es a proximadamente de 10 bujia-pie segundos. A continuacién se reve-
la la imagen eclectrostética latente que resulta sobre la placa yertien—
do -en ocascada particulag marcadoras electrogcépicas que comprenden una
resina pigmentada a través de la misma, seg(n desoribe Walkup en la
patente U.S,4, 2,618,551, Después se transfiere la imagen perfilada
en polvo a una hoja de papel recepitora y se funde sobre la misma, so-
gin descxribe Sphaffert en la patente U,S.,4 ,2,576.047. Se observa so-
bre la hoja de papel'unalexcelente imagen que corresponde al original,
EJENPLO 1T

Se prepara una segunda placapxerogréfica como en el Ejem—
plo I excepto que aqul la capa de resina Staybelite 5 posee un espe-
sor en seco de aproximadamente 2 micrasAy la capa de solenio un espe~
sor apioximado de 0,1 micras. Se carga la placa a un potencial positi-
vo de aproximadamente 470 voltios, y se expone y revela como en el

Ejemplo I, Aqui, la imagen perfilada en polvo impresor es fundida di-
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rectamente sobre la placa. Resulta una buena imagen que corresponde

al original,
EJEHPLO TTI
Se prepara primero la placa xerogrifica. Sobre la super-
fiéie conductora de una léming de vidrio NESA, se forme una capa de
Staybelite 5 que posee un espesor en seco de aproximadamenté 4 miocras.
Se humedeoe la superficie de la pelicula de resina con una fina‘peli-
cula de £flGido Dow No. 200, un aceitie de silicona que expende la fir-

ma Dow Cheﬁical Company., A continuacién se vierte en cascada sobre la

-guperficie de la placa sulfuro de cadmic en polvo que expende la Radio

_Corporation of America bajo el nombre comercial de RCA 2103. Luego se

cargs esta placa en corona & wn potencial positivo aproximado de 400
voltios, Por Gltimo se mide la placa mediante electrémetro., Se com-

prueba que la degeneracidén a la oscuridad es insignificante, Al expo-

‘nerla a la luz blenca, se observa que el potencial de la placa decae

répidamente en aproximadamente 130 voltles,
EJEMPLIO IV
Se prepara una placa xorogréfica como en el Ejemplo III
oltado excepto que en iugar de sulfuro de cadmio en polvo se reviste

la superficie de resina con una capa de Rhodamine B en polvo, un colo-

* rante fluorescente -quimicamente desorito como 9~(O-carboxifenil)~6~

(dLetilemino)-3-xenten-3~ilideno ~dictil-cloruro, que expende la fir-
na B,I. dwPont de FNemours & Co. Se carga la placa en corona a un po-

tencial positivo aproximado de 400 voltios. Al ser expuesta a la luz

- blanca, se,observa que el potencial de 1z placa decae répidamente en

aproximadamente 200 voltios.
EJEMPLO V
Se prepara ﬁna placa como en el Ejeﬁplo III citado excep
t0 que en lugar de sulfuro de cadmio en polvo se revisie la superficie

de resina con 6xido de cinc en polvo (Florence Green Seal 8, que expende
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la firma New Jersey Zino Company), Esta placa se carga a un poten-

cial positive de aproximadamente 380 voliios medionte un dispositi-

- vo de demcarga en corona. Al ser expuesta a la luz blanca, se obser-

va que le placa descarga rédpidamente a un potencial aproximado do
150 voltios, ' '
EJEMPIO VI

Se prepara una placa como en el Ejemplo III citado ex—
cepto que en luger del sulfuro de cadmio en polvo ge usa un selenio
metélico en polvo. Se carga la placa en corona a un potencisl positi-
vo eproximade de 550 voltios, Se comprueba que la degeneracién a la
oscuridad es aproximadamente de 15 voltios por segundo, Al ser expues—
ta & la luz blanca, ge obmerva que la placa descarga aproximadamente
100 voliios por segundo. .

' BIEMPLO VIT

Se prepara primero una placa xerogrifica. Se disuelven
aproximadamente 10 parites de cloruro de poliyinilo en aproximadasmente
30 partes de metil etil cetona. Esta solucién se reviste por inmersién
sobre la superficie conductora de una lémina de vidrio NESA a un espe—
sor en seco de aproximadamente 2 mioras. A continuacién se evapora so-
bre la superficie del cloruro de polivinilo una capa de 0,2 micras de
selenio amorfo. Dezpubs se carga esta placa & un potencial positivo
aproximado de 750 voltios. Por dltimo se mide la placa por electrdme-
tr0. Se observa que la degeneraoién a la oscuridad es Inslgnificante,
A) ger expuesta a una luz de 4000 angstrom se observa qQue el potencial
de la placa decae en aproximadamente 120 voltios aproximadamente en
0,2 segundos,

EJEMPLO VIIL

Se prepara una placa como en el Ejemplo VII, excepio que

en lugar de la capa de selenio evaporada se reviste la superficie del

cloruro de.polivinilo con una capa de sulfuro de cadmio en polvo RCA
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2103 dispersa en un aglutinante deo-gelatina. Bgta placa se carga 2

un potencial positivo de aproximadamente 620 voltios. A continuacién

8e mide la placa por electrémetro. Se comprueba que la degeneraciéﬁ

a2 la opouridad es insignificante, AL ser oxpueste a la lugz blanca,
se observa que el potencisl de la placa decae casi a cero voltios.
BJEMPIO IX
: Se prepara una placa xerogrdlica como gigue. Se disuel-
ven gproximadamente 10 partes de VINS, un copolimero de cloruro de
vinilo~acetato de vinilo gque cxpende la firma Union Carbide Corpora-
tion en aprorimadamente 30 partes de metil etil cetona. Se afiaden a
eséa goluoién aproximedemente 2 partes de 2,5-bis—(p-amino fenil)-
1,344~oxadiazol, que expende la firma Kalle & Co., Esta solucién es
revestida por inmersién sobre la superfibie cgnductora de un subsira~
$0 de vidrio NESA hasta formar un espesor en seco aproximado de 4 mi-
crag. Sobre la superficie de resina se evapora una capa de aproximada—
mente 0,5 micra de selenio amorfo. Como muesira de referencia, se pre~
para wa segunda placa evaporando una capa de 7 micras de selenio amor
fo directamente sobre la superficie conductora de un substrato de vi-

drio NESA., 4 continvacidén se cargs en corona cade placa & un potencial

positivo aproximado de 700 voltios. Luego se expone ceda placs utili-

~ zando una luz monocromética de 4000 angstroms. La curva de decadencia

de luz que comienza aproximadamente a 700 voltios continGa descendien~
do & un residuc aproximado de 160 voltios y despuds desaparece., Se ob-
gexve queé la inclinacitén de decadencia de¢ luz es igual para cada una
de las dos placas. Asi, se observa que una capa muy delgada de selenio
sobre una capa de resina sensibilizeda poses igual sénsibilidad a la
luz gque una capa mucho més espese de selenio amorfo,
EJENPLO X
Se colocan aproximadamente 8 partes de 6xido de cine en

polvo (Florence Green Seal 8) en aproximadamente 20 partes de metanol.
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A esta mezcla se afiade aproximadamente 0,03 partes de Rhodamine B,

A continuacidn se evapora el metanol, dejando la Rhodamine B adsor-
bida sobre la superficié del 6xido de cinc. Una hojé MHylar de 5 mi-
lésimas de pulgada (0,125 m/m) (tereftalato de polietileno que ex—
pende la firma B.I, duPont de Nemours & Co.) que pozce una fina ca-
pa de aluminio sobre la superficie os revestida con una solucién de
Staybelite Egter 10 (un tri-6ster de plicerol de‘SO% resina de made-
ra bidrogenada), que expende la firma Hercules Powder Co., en tolue-
no a un éspesor de pelicula aproximado de 2 micras, Dospués se vierten
en cascada las particulasg de éxido de cine coloreadas a través de la
superficle haste formar una capa sensiblemente uniforme de aproximada—
mente 1 micra de-espesor. Luego se ocalienta la placa a aproximadamente
652C hacioendo que las partiéulas de 6xido de cinc ge sumerjan ligoro-
mente en la superficie de resina y se adhieran a la misuma,

La placa electrogréfica asi formada se carga a un poten~
cial negativo de aproximadamente 150 voltios, Después se expone lapla-
oa a luz blancas siendo la exposicién total de aproximadamente 80 bu-
jias-pie-segundqé. Las medidas por'plectrémetro indican un descenso
de pstencial debido a la exposicién luminosa de aproximadamente 80
voltios que continta con una nueva exposicién mis alld de 80 bujias-—
pie segundos a cero voltios,

EJBIPLO XT |

Se prepara una placa electrofotogréfica como en el Ejom-
plo IIT, excepito que en lugar del sulfuro de cadmio se reviste la su-
perficie de la placa con Monolite Fast Blue GS finamente dividide, una
mozcla de las formas alfa y beta de ftalocianina exenta de metal, que
expende la firma Arnold Hoffwan Company. Se carga la placa a un poten=
cisl negativo aproximado de 180 voltios mediante un dispositivo de
descarga en corona. Luego se expone la placa a una lémpara de 4000

Angstrons, ‘Las medidas con electrOmetro indican una pérdida en poten-
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cial debido a la es;posicién a la lug de aproximadamente 80 voltios
'en aproximadamento l,5 segundos continuando con més exposicién a
cero voltlos,
EJEMPLO XII
Se.‘prepara wna piaoa xerogréfica como sigue., Se disuel~
ven aproximadamente 10 partes de polivinil carbazol en aproximada-
mente 20 partes de benceno. Se afiaden a esta solucién aproximadamen—
te 6,5 partes de 2,4,7-trinitro~-9=-fluorenona. La superficie conduc—
tora de un Asubstra.to de vidrio NESA es revestida con esta soluaién
& un espesor aproximado en seoo -de 3 micras. A continuacién se eva—
pora una capa de aproximadamente 0,1 mlcra de selenic amorfo gobre
la superficie de resina. Despuds se carga esta placa 2 un potencial
positivo y se mide por electrbémetro, Se obser\{a. una reducida degene-
racién a la oscuridad. Por ﬁltimo se expone la placa a luz blanca.
Se observa que la carga respectiva decae rédpidamente a un bajo poten-
cial,
EJEMPIO XTII
_ Se prepara una placa como en el Ejemplo XII, Después se
carge electrostiticamente de modo unifdrme & un notencial positivo

aproximado de 450 voltios mediante un dispositivo de descarga en co-

“rona, A continuacién se coloca la placa cargads en contacto cara g

cara con una hoja de papel con im_égenes en negro sobre la superficie,
Luego se expone la placa a través de un su'bsfra’co NESA a la luz &
paxrtir de une obdmara Xexvox No, 1l durante 10 segundos., Despues se se-
para el original de la superficie de selenio y we vierten en cascada
particulas marcadoras electroscépicas a través de la superficie de seo-
lenio., Se observa una imagen perfilada en polvo que corresponde al
original, La imagen perfilada en polvo es electrostéticamente transfe-
rida a una hoja receptora de papel y fundida sobre la misma. Resultae

uns excelente imagen que corresponde al original., Luegoe se usa de nuevo
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la placa con otro original por el procedimiento anteriormente des-

erito,
EJEMPLO XTIV _

Se prepafan tres placas xerogrificas como sigue, la pri-
mera de ellas consiste en una capa de aproximadamente 4 miecras de
Staybelite 5 sobre la superfiocie conductora de vidrio NESA, Se forma
sobre la capa de resina una capa de 0,1 micra de selenio vifreo. La
segunda placa consiste en una capa de 0,1 miora de selenio sobre la
superficie conductora de wna lamina de vidrio NESA. La tercera placa'
congisgte en una capa de 4,1 micras de selenio vitreo sobre un subg~
trato NESA. Cada una de estas placag es uniformemente cargada por me-
dio de unas unidad de descarga en corona mantenida aproximadamente a
6000 voltios., Se mide la degeneracitén a la oscuridad de estaes placas
durante algunos segundos y después se expone cada una de ellas a una
lémpara de tungsteno. En la fig. 3 se representan las curv;s de elsc—~
trémetro para estas placas. Seglin se indica por medio de las curvas,
la placa compuesta de este invento (curva "A") acepta un potencial
aproximado de 420 voltios y posee éxcelente sensibilidad, compaiable '
a la de le gruesa placa do selenio (curva "C"), la capa fina de sele-
nio, ouando se usa sola (curva "B") posec una aceptacién de carga muy
reducida, menor de 20 voltios, y poca mensibilidad.

Auwn cuando se han descrito componentes y proporciones es-
pecificas en los ejemplos anteriores, pueden usarse otros materiales
y condiciones apropiadas, segin se indlca anteriormente, con simile-
res resuliados, Ademés, pueden afladirse otros materiales a la capa fo-
toconductora y a la capa intermedia aislante para sinergizar, realzar,
o do otro modo modificar sus propiedades. Por ejemplo, las capas pue~
den poseer diversos sensibilizadores eléctricos y colorantes afiadidos
a las.mismes si me desea.

Otras modificaciones y ramificaciones del presente invento
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resulterdn evidentes para los expertos en la materia mediante la

lectura de la presente descripeién, Estasg deberdn considerarse

-~ incluides dentro de los limites del presente invento.

En resumén, la Patente de Invencién gue se solicita

deberé recaer sobre las siguientes:
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Ne 379,204

REIVINDICACIONES

1- Un procedimiento de fijacidn de imagen, que compren- -
de las fases ﬁgx' | . |

a) formar una imagen latente eiectrostatogréfica sobre la
superficie libre de la segunda epa fotoconductora de una placa que »
conprende un substrato fotocondﬁctor, revestida sobre el mismo una -~
primera capa fotoconductora que éomprende una resina sislante orgéni-
ca y, cubriendo dicha primera capa fotoconductora, una segunda capa
fotocond;ctqra que tiene un espeaor.inferior a l»micra‘o; cuando la .
primera capa comprende polivinil carbazél y/o cuando la segunda capa
comprende selenio, de hasta 4 mioras; y

b) poner en contacto dicha superficie libre de dicha se-
gunda capa fotoconductora con material marcador electroscopico, con

lo cual se produce una imagen visible yue corresponde a dioha imagen

latente olectrostitica,

2- Procedimiento segin la Reivindiocazcidn 1, en el cual
se forma dicha imagen latente eleotrostitioa cargande electrostatioca

mente en forma sensilismenia uﬂk;melg superficie libre de dicha segun-

"da capa fotoconductora y exponiando dicha superficie libre a radiacidn

electromagndtica de activacidn,

3~ Un procedimientq de fijacion de imagen que comprende
las fases de: -

| a) cargar eléotrogtéticamente en formavsensiblemente uni-

forme la segunda capa fotoconduotora de dicha ylaéa;

b) poner en oontacto dicha.segund&'capa fotoconductora -~
oargada cara a cara con un original susceptible de ser reproducidos

c) exponer dicha ;egun&a capa foto@ondugtpra.y dicho ori~
ginal a radiacidn eled%romagnétioa de activacibn a través de dicha -
plaocag -

d) meparar dicho originul de dicha segunda capa fotocon—
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ductora; ¥y
e) Poner en contaato dicha. segunda capa fotoconiuotora

con particulas marcadoras elebtrosoépicas con lo cusl se forma una
imagen visible que qorresPonde‘a dichp origina}.

4~ Se reivindica por ﬁltimo como objeto sobre el que ha
de recaer la Patente de Invencidén que se solicita "UN PROCEDIMIENTO
'DE FIJACION DE IMAGEN", ‘

Todo. ello conforme gueda descrito y reivindicado en la
presente memorie descriptiva Qué consta de velntidos paginas mecang
grafiadas y dibujos ;djuntog. |

Madrid 30 de Abril de 1,970
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